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@ Schaltungschip mit spezifischer Anschlu&flachenanordnung 
@ Ein Schaltungschip besteht aus einem halbleitenden - 

Substrat mit einer Vorderseite und einer Ruckseite, wobei 

in der Vorderseite des halbleitenden Substrats eine inte- 

grierte Schaltung mit einer Mehrzahl von Bauelementen 

definiert ist. Der Schaltungschip weist ferner zumindest 

zwei Anschlufcfiachen zur Kontaktierung von Anschlus- 

sen der integrierten Schaltung auf, wobei zumindest eine 

der Anschlufcflachen auf der Vorderseite des halbleiten- 
den Substrats und zumindest eine der AnschluGflachen 

auf der Ruckseite des Halbleitersubstrats angeordnet ist. 

Vorzugsweise weist die integrierte Schaltung zumindest 

zwei zur Signaleinkopplung oder Signalauskopplung die- 

nende und ohne Beeintrachtigung der Funktion der inte- 
grierten Schaltung v e rta use h bare Anschlusse auf, wobei 

einer derselben mit der auf der Vorderseite angeordneten 

AnschluRflache verbunden ist, wahrend ein anderer der- 
, selben mit der auf der Ruckseite angeordneten Anschlufc- 
• flache verbunden ist. 
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Beschreibung 

Die vorlicgcndc Erfindung bezieht sich allgemein auf 
Schaltungschips und die Anordnung von zumindest zwei 
AnschluBflachcn auf dcnsclben und insbesondere auf ultra- 
diinne Schaltungschips, die zum Aufbau von flachen Chip- 
kartcn odcr clcktronischcn Etiketten gecignct sind. 

Durch die Entwicklung der kontaktbehafteten und der 
kontaktlosen Chipkarten hat. sich ein vollig neuer und 
schnell wachsender Markt. fur elektronische Mikro-Systeme 
ergeben. Integrierte Schaltungen werden nicht. mehr ledig- 
lich in GroBgerate oder auch Handsysteme eingebaut,son- 
dern sozusagen "nackt" in Chipkarten. Am Ende dieser Ent- 
wicklung stent die sogenannte Wegwerfelektronik, deren er- 
ster Vert.reter die Telephonkarte war. 

Eine Wegwerfelektronik erfordert preisgiinstige Chips 
bzw. Mikromodule in okologisch akzeptablen Tragem. Dar- 
uberhinaus sind zunehmend flachere Module erforderlich, 
insbesondere im Falle elektronischer Etiketten, bei denen 
ein kontaktloses Modul, das aus einer integrierten Schal- 
tung, d. h. einem Schaltungschip, und einer Antennenspule 
besteht, zwischen zwei Papieren eingebettet wird. Ein sol- 
ches elektronisches Etikett setzt eine besonders flache Bau- 
fonn des kontaktlosen Moduls init einem moglichst gerin- 
gen Dickenauftrag voraus, um papiertechnische Vorgange, 
wie z. B. Bedrucken, Laminieren, usw., nicht zu beeintrach- 
tigen. Neben Papieren konnen zux Herstellung elektroni- 
scher Etiketten auch andere diinne, flexible Substrate, wie 
z. B. Polymerfolien, verwendet werden. Der Anwendungs- 
bereich fur elektronische Etiketten reicht von der Waren- 
kennzeichnung iiber Tickets bis hin zu Sicherheitspapieren 
und darubcrhinaus bis in die Domanc der heutigen Chipkar- 
ten. 

An die Kontakticrungstechnologie fur solche diinncn 
Chips ist cine Rcihc von spczieilen Anforderungen zu stel- 
len. Diese bezichen sich auf einen geringen Preis, cinen ge- 
ringen Matcrialcinsatz, eine leichte Kontaktierbarkcit und 
vor allem eine geringe Bauhohe. Letztere ist essentiell, 
wenn alle Vortcilc der Diinn chip- Technologic genutzt wer- 
den sollen. 

Tm Gegensatz zu Einzel- und vor allem auch Leistungs- 
Bauelementen werden integrierte Schaltungen in allerRegel 
durch planar in einer Ebene, namlich der Nutzoherflache des 
Halbleiters liegende Kontakte, mit der peripheren Beschal- 
tung verbunden. Diese periphere Beschaltung ist ini ein- 
fachsten Fall durch die Kontaktstifte eines Gehauses gebil- 
det. Im Falle von speziellen Montagetechniken, beispiels- 
weise der Chip-On-Board-Technologie, ist diese periphere 
Beschaltung beispielsweise durch Leiterbahnen auf einem 
Substrat, das im wesentlichen einer ublichen kupferka- 
schierten Leiterplatte entspricht, gebildet. Hinsichtlich der- 
zeit gangiger Kontaktierungstechniken sei beispielsweise 
auf den Artikel "Packaging-Trends: High-Tech im Kleinst- 
format" H. Reichl u. a., Bauelemente, IC-Packaging, Elek- 
tronik 12/1998, verwiesen. Beschrieben werden dort insbe- 
sondere Flip-Chip-Bondtechniken, bei denen die Montage 
des Chips und die Kontaktierung gleichzeitig erfolgt. Femer 
ist dort die Moglichkeit einer Dunnfilmverdrahtung be- 
schrieben. Die Vcrwcndung eines derartigen Fhp-Chip-Ver- 
fahrens fur koniaktlose Chipkarten ist auch in der DE-A- 
196 39 902 beschrieben. 

In der DE-C-44 30 812 ist ein Verfahren zum Herstellen 
cincs ionensensitiven Fcldcffckttran sis tors mit einem Riick- 
scitenkontakt beschrieben. Dort ist ein Verfahren beschrie- 
ben, um frci wahlbarc vertikale Kontakte zwischen dcrBau- 
elcmcntcbcnc und der Riickscitcnmctallisicrung zu realisie- 
ren. Die Kontaktierung der Bauelementebene erfolgt dann 
ausschlicBlich von der Riickscitc her, so daB sich die Metal- 
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lisierung lediglich auf der von der Probenflussigkeit entferri- 
ten Seite befindet, wodurch die KurzschluBsicherheit erhoht 
wird. 

Samtliche bekannte Kontaktierungs verfahren sind bei der 
5 Fertigung ultraflacher Chipkartenmodule oder elektroni- 
scher Etiketten nachteilig, da zum einen exakte Justagever- 
fahren erfordcrlich sind, und zum andcrcn die crzeugten 
Kontaktierungen eine weitere Verringerung der Dicke von 
derartigen Modulen verhindern. 
to Die pi an are Kontaktanordnung herkdmmlicher integrier- 
r.er Schaltungen ist in deren planartechnischer Herstellung 
begrtindet. Diese beruht auf dem einseitigen Zu griff auf die 
Oberflache und deren Strukturierung mittels lithographi- 
scher Verfahren. Ubliche integrierte Schaltungen weisen in 
15 aller Regel von einigen 10 bei Speichem bis zu mehreren 
- ■- 100 Anschliissen bei komplexen Logikbausteinen auf, die 
als sogenannte AnschluB-Pads meist am Rande der inte- 
grierten Schaltungen angeordnet sind. Typische AnschluB- 
flachenabmessungen liegen im Bereich von 70 um, um die 
20 Anforderungen an die Justiergenauigkeit bei einem Testen 
und bei der Kontaktierung in ertraglichen Grenzen zu hal- 
ten. 

- - Bei -fiir -eine Wegwerfelektronik geeigneten Schaltung- 
schips stellen sich weitgehend andere Anforderungen. Bei- 

25 spielsweise besitzen integrierte Schaltungen fur Transpon- 
dermodule als einzige periphere Beschaltung eine groBfla- 
chige Induktivitat, d. h. eine Antennenspule und/oder eine 
Kapazitat, d. h. einen Dipol. Die Dicke dieser extern en An- 
schluBelemente liegt typischerweise bei einigen Mikrome- 

30 tern. Mittels der extern en AnschluBelemente bezieht die in- 
tegrierte Schaltung ihre Betriebsenergie aus einem externen 
Hochfrequenzfeld und tauscht Daten mit diesem Hochfrc- 
quenzfeld aus. Im einfachsten Fall erfolgt dieser Datenaus- 
tausch durch eine Datenspeicher-programmierte Dampfung 

35 des Antennenkreises. Der Antennenkreis bildet zusammcn 
mit einem integrierten Kondensator und einem Widerstand, 
der durch cinen Transistor, der offnet und schlieBt und damit 
den Schwingkreis dampft, einen Resonanzkreis. Folglich 
benotigt cine solche integrierte Schaltung fur cinen Einsatz 

40 in einem Transpondermodul lediglich zwei exteme An- 
schliisse. Hierbei stellen sich kaum Probleme hinsichtlich 
einer Erwarmung, da die in der integrierten Schaltung um- 
gesetzte Energie "dem Strahlungsfeld des Schreib-Lesegerats 
entstammt, entsprechend dem Raumwinkel relativ gering ist 

45 . und zudem nur iiber kurze Zeit anliegt. 

. Seit langem wird die Riickseite herkommlicher Schal- 
tungschips mit metallischen Belagen versehen, um zum ei- 
nen definierte Potentialverhaltnisse und einen Ohmschen 
Kontakt zu erreichen, und um zu anderen diverse Lotverfah- 

50 ren einsetzen zu konnen. Fur diese Metallisierung kommt 
- eine^Vielzahl von Metallen in Frage, die nach ihren Eigen- 
schiaften ausgewahlt und kombiniert werden. Diese Eigen- 
schaften sind beispielsweise die Bildung eines niedrig- 
schmelzenden Eutektikums, das Legierungsverhalten, das 

55 Benetzungsverhalten, das Korrosionsverhalten, das Verhal- 
ten als Diffusionsbarriere sowie die inechanische Belastbar- 
keit. Typische bekannte Schichtaufbauten bestehen aus 
Kombinationen von Ti, TiN, W, Ni, Al, Au, Cr. 

tiberdies besteht die ubliche Funktion eines Ruckseiten- 

60 kontakts bei konventionell gehausten Chips darin, eine rae- 
chanisch und vor allem auch thermisch gut leitende Verbin- 
dung mit dem Gehause herzustellen. 

Die Aufgabc der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
cinen Schaltungschip mit einer spezifischen AnschluBfla- 

65 chenanordnung zu schaffen, der die einfache und kostcn- 
giinstigc Fertigung ultraflacher Chipkarten odcr elektroni- 
scher Etiketten ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch cinen Schaltungschip gcrnaB 
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Anspruch 1 gelost. 

Die vorliegende Erfindung schaffl einen Schaltungschip 
aus einem halbleitenden Subsirai mil einer Vorderseite und 
cincr Riickseite, wobei in der Vorderseite des halbleitenden 
Substrals eine iniegrierle Schaltung mil einer Mehrzahl von 5 
Bauelcmcnten dchnicrt ist, mit zurnindest zwei AnschluB- 
flachen zur Kontakticrung von Anschliisscn der integrierten 
Schaltung, wobei zurnindest eine der AnschluBflachen auf 
der Vorderseite des Halbleitersubstrats und zurnindest eine 
der AnschluBflachen auf der Riickseite des Halbleitersub- 10 
strats angeordnet ist. 

Bci bcvorzugtcn Ausfuhrungsbeispielen weist die inte- 
gricrtc Schaltung zwei zur Signaleinkopplung oder Signal- 
auskopplung dienende und ohneBeeintrachtigung derFunk- 
tion der integrierten Schaltung vcrtauschbare Anschlusse 15 
auf, wobei einer derselben mit der auf der Vorderseite ange- 
ordnctcn AnschluBfliichc verbunden ist, wahrend der anderc 
derselben mit. der auf der Riickseite angeordneten AnschluB- 
flache verbunden ist. Die beiden AnschluBflachen sind so- 
mit als elektrisch gleichwertig anzusehen. Bei der Verwen- 20 
dung des erfindungsgemaBen Schaltungschips ftir ein Trans- 
ponriermodul besitzt derselbe somit. lediglich zwei An- 
schluBflachen, von denen einer auf der Vorderseite angeord- 
net ist und dieselbe im wesentlichen bedeckt, wahrend der 
andere auf der Riickseite angeordnet. ist und dieselbe im we- 25 
sentlichen bedeckt. 

Wie oben angegeben, werden die metallischen Kontakte 
vorzugsweise groBflachig ausgefuhrt, wobei sie maximal 
die gesamte Chipflache einnehmen. Dadurch ergibt sich eine 
sehr einf ache und damit unprazise Justage und Kontaktie- 30 
rung mit geringem IJbergangswiderstand. Ein geringer 
Ubergangswiderstand ist erforderlich, um die im Resonanz- 
fall relativ hohen Strome im Schwingkreis zu leiten. Diese 
bestimmen die Spulengiite, die im Sinne einer engbandigen 
Resonanz moglichst hoch sein sollte. 35 

Die erfindungsgemaBe Anordnung der AnschluBflachen 
ermoglicht beispieisweise beim Einsatz des Schaltungschips 
in einem Transpondermodul eine moglichst flache Verbin- 
dung der AnschluBflachen mit den peripheren Komponen- 
ten, wobei, wie oben angegeben, bei einem Transpondermo- 40 
dul im Regelfall zwei Anschlusse genugen, um sowohl die 
Energieversorgung als auch den bidirektionalen DatenfluB 
sicherzustellen. Somit ist ein extrem fl aches Transponder- 
modul mit einer Gesamtdicke im Bereich von 10 um reali- 
sierbar. Dadurch ist der Einbau in oder zwischen dunne Sub- 45 
straie mdglich. Insbesondere ermoglicht der erfindungsge- 
maBe Aufbau des Schaltungschips ein sehr massearmes Mi- 
kromodul, was eine Roilebei den MaterialkosLen und insbe- 
sondere bei der Entsorgung im Falle einer Wegwerfeleklro- 
nik spielt. Bei der geringen Dicke des Schaltungschips, typi- 50 
scherweise im Bereich von 10 um, kann ein Kontakt durch 
eine Anzahl von Verfahren auf die Riickseite des Schaltung- 
schips gefuhrt werden. Uberdies lieferl das Vorsehen einer 
AnschluBflache auf der Vorderseite und einer AnschluBfla- 
chc auf der Riickseite des Schaltungschips cine Maximie- 55 
rung der durch die AnschluBflachen besctztcn Flache, so daB 
der BondprozcB sowohl vcrcinfacht als auch bcschleunigt 
durchgefuhrt werden kann. 

Bci bcvorzugtcn Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden 
Erfindung werden die beiden Kontakte elektrisch gleichwer- 60 
tig ausgebildet, so daB die Einbau-Orientierung hinsichtlich 
der Ausrichtung der Obcrseite bzw. der Unterseite beliebig 
ist. Weiterhin konnen groBflachige Metal lisierungen auf der 
Vorderseite bzw. der Riickseite wcitere Aufgaben iiberneh- 
men, beispieisweise als Lichtschutz, als Abschirmung, als 65 
Potentialausgleich, als Korrosionsschutz, als Ansatzflache 
ftir eine magnetise he oder elektrostatische Handhabung, 
usw. 
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Uberdies wird durch die auf unterschiedlichen Haupt- 
oberflachen liegenden AnschluBflachen die Gefahr von 
Kurzschliissen durch ineinander flieBende Leitkleber und 
dergleichen beseitigt. 

Somit eignet sich der erfindungsgemaBe Schaltungschip 
insbesondere zum Einbau in ein Isolations substrat, derart, 
daB beide Hauptoberflachen des Chips im wesentlichen btin- 
dig mit den Hauptoberflachen des Isolationssubstrats sind. 
Vorzugsweise kann auf der Unterseite des Isolationssub- 
strats eine ganzflachige Metallisierung vorgesehen sein, wo- 
durch eine Kontaktierung des auf der Unterseite des Schal- 
tungschips vorgesehenen AnschluBflache realisiert wird. 
Die Kontaktierung der auf der Oberscite des Schaltung- 
schips angeordneten AnschluBflache kann mittels einer 
strukturierten Metallisierung, die auf diese Obcrflachc des 
Isolationssubstrates und des Schaltungschips aufgebracht 
wird, erfolgen. 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die bei lie- 
genden Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 schematisch eine Querschnittansicht eines erfin- 
dungsgemaBen Schaltungschips; 

Fig. 2 eine schematische Querschnittansicht eines Trans- 
pondermoduls. das einen erfindungsgemaBen Schaltung- 
schip enthalt; und . .. 

Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Veranschauli- 
chung, wie eine Metallisierung auf dieJRuckseite des Schal- 
tungschips gefuhrt werden kann. 

In Fig. 1 ist schematisch ein einfaches Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen Schaltungschips dargestellt. 
In der Nutzseite eines halbleitenden Substrats 2 ist eine inte- 
grierte Schaltung 4 mit einer Mehrzahl von Bauelementen 
gebildet. Das halbleitende Substrat 2 weist beispieisweise 
eine Dicke von 10 um aUf. Auf die Oberseite und der Unter- 
seite des halbleitenden Substrats 2 sind jeweils dunne Passi- 
vierungsschichten 6 und 8 aufgebracht, Auf diesen Passivie- 
rungsschichten 6 und 8 ist jeweils eine Metallschicht 10 und 
12 einer Dicke von typischerweise 0,5 um vorgesehen. Die 
Metallschicht 10 ist iiber eine leitfahige Verbindung 14 mit 
der integrierten Schaltung in dem halbleitenden Substrat 2 
verbunden. Ebenso ist die Metallschicht 12 auf eine belie- 
bige geeignete Art und Weise mit der integrierten Schaltung 
4 verbunden, wie schematisch durch eine gestrichelt darge- 
stellte Verbindung 16 gezeigL ist. Die Metallschichten 10 
und 12 sind vorzugsweise mit zwei zur Signaleinkopplung 
oder Signalauskopplung dienenden Anschliissen der inte- 
grierten Schaltung verbunden, die ohne Beeintrachtigung 
der integrierten Schaltung vertauschbar sind, so daB der 
Schaltungschip in einer beliebigen Ausrichtung mittels der 
AnschluBflachen 10 und 12 extern kontaktiert werden kann. 
Die Passivierungsschichten 6 und 8 dienen zur Isolation des 
Halbleitersubstrats 2 von den ..AnschluBflachen, die durch 
die Metallschichten 10 und 12 gebildet sind. Dabei ist anzu- 
merken, daB die Passivierungsschicht 8 nicht notwendiger- 
wcise vorhanden ist, wie nachfolgend ausfuhrlichcr erlautert 
wird. 

Die Metallschichten 10 und 12 konnen aus einem beliebi- 
gen Metall nach Vorgabe der Halblcitertechnik bestchen und 
mittels der dort verwendeten Verfahren hergestellt werden. 
Beispielhafte Metalle sind Al, W, Cr, Ti, TiN, Cu oder Au, 
sowie Legierungen und Kombinationen derselben. 

Die in Fig. 1 schematisch bei 16 dargcstellte leitfahige 
Verbindung kann auf unterschiedliche Arten realisiert sein. 
Beispieisweise kann dieselbe durch eine Durchkontaktie- 
rung bis zu einem geeignet dotieren Bereich der integrierten 
Schaltung implementiert sein. Alternativ kann diese leitfa- 
hige Verbindung iiber auf zurnindest einer Seitenflache des 
halbleitenden Substrats 2 vorgesehene leitfahige Strukturen 
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realisiert sein, wobei dann auf der Nutzseite des Halbleiter- 
substrats zwei mehrlagige MeLallisierungen vorgesehen sein 
konnen, die zur Verbindung der auf der Sei ten fl ache des 
Halblcitcrsubstrats vorgcschencn lcitfahigen Strukturcn mit 
einem entsprechenden AnschluBbereich der iniegrierten 
Schaltung dicncn. 

Einc Durchkontakticrung zur lcitfahigen Verbindung der 
Mctallschicht 12 kann cbcnfalls bis zu ciner Mctallisic- 
rungscbcnc cincr Mchrzahl von Metallisierungscbencn auf 
der Nutzseite des halbleitenden Substrats 2 durchgefiihrt 
werden. Dazu wird odcr werden zunachst cin oder mehrerc 
Kontaktiochcr gcatzt, dcrcn Tiefc der spateren Chipdickc 
cntspricht. Soil cine galvanische Trennung zwischen dem 
halbleitenden Substrat 2 und der Rucksei ten metal li si erung 
12 crfolgcn, wird nachfolgend Plasmaoxid isotrop in dem 
Kontaktloch zur seitlichen Isolation abgeschieden. Dieses 
Oxid wird nachfolgend am Bodcn des Lochs anisotrop ge- 
atzt, woraufhin das Ijoch mit. einem Metall aufgefullt wird, 
vorzugsweise Wolfram. Im AnschluB daran wird das halb- 



Schaltungschips 20 im wesentlichen biindig zu den Haupt- 
oberflachen des Isolalionssubstrats 22 sind. Auf der Ruck- 
sei te des Isolationssubstrats 22 ist vorzugsweise ganzflachig 
cine Mctallisierungsschicht 24 vorgesehen. Auf der Vordcr- 
5 seile des Isolationssubstrats 22 sowie auf Teilen des Schal- 
tungschips 20 ist einc strukturiertc Mctallisicrung 26 vorge- 
sehen. die cine Antcnneneinrichtung in der Form cincr 
Spulc definicrt. Ein AnschluBende 28 der Spulc ist lcitfahig 
mit dem Vorderscitenkontakt (in Fig. 2 nicht dargestcllt) des 
10 Schaltungschips 20 verbunden. Ein zweites AnschluBcnde 
30 der strukturierten Metallisierung 26 ist ubcr eine Durch- 
kontakticrung 32 durch das Isolationssubstrat 22 mit der auf 
der Riickseite des Isolationssubstrats 22 vorgesehenen Me- 
tal lisierungsschicht 24 verbunden. Die Metallisierungs- 
15 schicht 24 kontaktiert die RuckseitenanschluBflache (in Fig. 
2 nicht dargestellt) des Schaltungschips 20, so daB diese 
RuckseitenanschluBflache uber die Metallisierungsschicht 
24 sowie die Durch kontaktierung 32 mit dem zweiten An- 
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30 



schluBende 30 der strukturierten Metallisierungsschicht ver- 
leitende Substrat vorzugsweise noch im Waferverbund ge- 20 bunden ist. Es ist somit offensichtlich,'daB der Schaltung- 
t^? n !l J"* d ™ h ^ b }? iS ?I! d ? Sul ^ strat . die gewfinschte Dicke schip gemaB der vorliegenden Erfindung eine uberaus einfa- 

che Kontaktierung ermoglicht und uberdies die Erstellung 
eines flachen Transpondermoduls einer Dicke zwischen 10 
und 50 um, mogticherweise darunter bis zu 5 um, ermog- 
licht. Die Kontaktierung zwischen dem AnschluBende 28 
der strukturierten Metallisierung 26 und die Kontaktierung 
zwischen der Metallisierungsschicht 24 und dem Schaltung- 
schip 20 konnen mittels beliebiger bekannter Kontaktie- 
rung sverf ah re n durchgefiihrt werden. 

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung, wie bei der 
Herstellung der Schaltungschips bereits eine ieitfahige 
Struktur auf den Randern eines Schaltungschips durchge- 
fuhrt werden kann, um eine Ieitfahige Verbindung zur Riick- 
seite herzustellen. In Fig. 3 sind zwei Halbleiterchips 40 
dargestellt, die auf einen Hilfstrager 42 aufgebracht sind. 
Die integrierten Schaltungen sind dabei bei den in Fig. 3 ge- 
zeigten Chips 40 in den oberen Bereichen derselben gebil- 
det. Die Vereinzelung der Chips erfolgt mittels eines aniso- 
tropen KOH-Atzens, wodurch die dargestellten 54-Grad- 
diese Prozessierung moglicherweise Temperaturschritte bis 40 Kanten bewirkt werden. Auf diese abgeschragten Kanten 
zu 450°C implizieren kann, die von diinnen Wafern und ins- kann nun vorteilhaft optional zunachst eine Isolation 44 und 
besondere den darin enthaltenen Bauelementen nicht ohne 
weiteres toleriert werden. Als Verfahren zur Erzielung guter 
Ohmscher Konlakte auf der Rucksei te gedunnter Wafer 
• kommen eine Ionenimplantation verbunden mit einem 
Kurzzeit-Ausheilverfahren (RTP (RTP = rapid thermal pro- 
cessing), z. B. per Laser) in Frage. Derartige mehr oder we- 
niger transiente Verfahren konnen auch an einem, etwa mit- 
tels organischen Klebern auf einem Handling wafer befestig- 



hat und der Kontaktstift freigelegt ist. Im AnschluB daran 
wird die Riickseite mit einem der oben genannten Metalle 
metallisiert. Dieses Verfahren ist speziell fiir extrem dunne 
Chips geeignet, wahrend sich dicke Chips aufgrund des be- 
grenzten, atztechnisch zu erreichenden Aspektverhaltnisses 
fiir dieses Verfahren weniger eignen. 

Eine weitere Moglichkeit besteht darin, vollstandig auf 
eine zusatzliche galvanische Trennung zwischen der Ruck- 
sei ten metallisierung 12 und dem halbleitenden Substrat 2 zu 
verzichten. In diesem Fall ist die Passivierungsschicht 8 auf 
der Rucksei te des halbleitenden Substrats 2 uberfliissig. So- 
mit ist die Ruckseitenmetallisierung 12 direkt mit dem Sub- 
strat verbunden, wobei darauf geachtet werden muB, das ein 
ausreichend guter Ohmscher Kontakt zwischen der Metalli- 
sierungsschicht 12 und dem halbleitenden Substrat herge- 
stellt wird. Um einen solchen guten Ohmschen Kontakt zu 
realisieren muB eine Prozessierung an diinnen und mecha- 
nisch nicht mehr frei handhabbaren Wafern erfolgen, wobei 
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t optional ; 

nachfolgend eine Metallisierung 46 aufgebracht werden, um 
die angesprochene Ieitfahige . Verbindung zur Riickseite des 
Schaltungschips herzustellen : • 

Ein Transpondermodul, wie es beispielsweise in Fig. 2 
dargestellt ist, kann beispielsweise - folgende KenngroBen 
besitzen: Frequenz 13 MHz. L = 4 nH, C = 30 pF, Schwing- 
kreisgiite > 20. Die Spulenfiache kann ca. 2 bis 100 Quadrat- 
zentimeter betragen. Wie bereits ausgefiihrt wurde, soli die 



ten Diinnchip-Wafer vorteilhaft angewandt werden. Nach 50 Dicke des Moduls in einem Bereich von 10 Mm liegen. Diese 

dieser Prozessierung wird dann die Ruckseitenmetallisie- geringe Dicke ermoglicht ausreichend geringe Widerstands- 

rung aufgebracht. ' " werte auch bei den in der CMOS-Technik iiblichen Substrat- 

Ist, wie oben beschrieben, die Ruckseitenmetallisierung dolierungen von 10 14 cm -3 , was zu einem spezifischen Wi- 

12 direkt mil dem halbleitenden Substrat 2 verbunden, muB derstand von 1 bis 10 Ohmcm fuhrt.' Dieser Serienwider- 

sclbstvcrstandhch cine geeignete Isolierung des Halblciter- 55 stand des Substrats geht bei einer dirckten Kontaktierunc 



substrats 2 von der integrierten Schaltung 4 gegeben sein 
Einc solchc Isolicrung kann zweckmaBigerweise durch 
sperrende Diodcnstrcckcn zu den iiblicherweise vcrwende- 
tcn. CMOS-Wanncn der integrierten Schaltung realisicrt 
werden. 

Altemativ konnte eine Ieitfahige Verbindung der Rucksei- 
tenmetallisierung 12 zu der integrierten Schaltung 4 durch 
das Vorsehen geeignet. dotierter leitfahiger Bereiche reali- 
sicrt werden. 

In Fig. 2 ist ein Transpondermodul dargestellt, das einen 
erfindungsgemaBen Schaltungschip enthalt. Der Schaltung- 
schip 20 ist dabei in eine Ausnehmung eines Isolationssub- 
strats 22 derart eingebracht, daB beide Hauptoberflachen des 
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der RuckseitenanschluBflache durch dasselbe in den 
Schwingkreiswiderstand ein und muB moglichst niedrig 
sein, um eine ausreichende Spulengiite zu gewahrleistcn. 

Der Schaltungschip gemaB der vorliegenden Erfindung 
weist ein halbleitendes Substrat aus, das vorzugsweise aus 
monokristallinem oder polykristallinem Silizium besteht. 
Jedoch kann das halbleitende Substrat auch durch andcrc 
Halbleiter bzw. Verbindungshalbleiter, z. B. Galliumarse- 
nid, gcbildct sein. Fcrner kann das halbleitende Substrat 
durch halbleitende Polymere realisiert. sein. 
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Paten tanspriiche 

1. Schallungschip aus eineni halbleilenden Substral 
(2) mil einer Vorderseite unci einer Ruckseile, wobei in 
der Vorderseite des halbleilenden SubsiraLs (2) eine in- 5 
legrierie Schallung (4) mil einer Mehrzahl von Bauele- 
inenlen definiert ist, mil zumindest zwei AnschluBfla- 
chen (10, 12) zur Koniakiierung von Anschliissen der 
inLegrierien SchaUung (4), wobei zumindesl eine (10) 
der AnschluBflachen (12) auf der Vorderseite des halb- 10 
leiienden SubsiraLs (2) und zumindesl eine (12) der An- 
schluBflachen auf der Rlickseiie des halbleilenden Sub- 
sirats (2) angeordnel ist. 

2. Schaltungschip nach Anspruch 1, bei dem die inte- 
grierte Schallung (4) zumindesl zwei zur Signalein- 15 
kopplung odcr Signalauskopplung dienende und ohne 
Beeinlrachligung der Funktion der inlegrierten Schal- 
tung (4) vcrtauschbare Anschliisse aufweist, wobei ei- 
ner derselben mil der auf der Vorderseile angeordneten 

" AnschluBflachc (10) verbunden ist, und.ein anderer 20 
derselben mil der auf der Ruckseile angeordneten An- 
schluBflachc (12) verbunden ist. 

3. Schaltungschip nach Anspruch 1 oder 2, bei dem je- 
weils nur cine AnschluBflachc auf der Vorderseite und 
der Ruckseile angeordnel ist, wobei die AnschluB fla- 25 
chen (10, 12) jeweils groBflachig, die Vorderseite und 
die Ruckseile im wesentlichen bedeckend, angeordnel 
sind. 

4. Schaltungschip gemaB einem der Anspruche 1 bis 3, 
bei dem die zumindesl eine AnschluBflachc (12) auf 30 
der Ruckseile Liber eine Durchkontaktierung durch den 
Schaltungschip mit einem AnschluB der integricrten 
Schaltung verbunden ist, 

5. Schaltungschip gemaB einem der Anspriichc 1 bis 3, 
bei dem die zumindest cine AnschluBflachc (12) auf 35 
der Riickscite iiber auf zumindest einer Seitcnfiachc 
des halb lei ten den Substrats (2) vorgeschene leitfahige 
Strukturcn mit einem AnschluB der integricrten Schal- 
tung (4) verbunden ist. 

6. Schaltungschip gemaB einem der Anspruche 1 bis 3, 40 
bei dem die AnschluBflachc (12) auf der Riickscite di- 
rekt mit dem Substrat lcitfahig verbunden ist. 

7. Schaltungschip gemaB einem der Anspriichc 1 bis 6, 
bei dem die AnschluBflachen aus einer Mctallschicht 
bestehen, die aus Al, W, Cr, Ti, TiN, Cu, Ni, Au oder 45 
Lcgicrungcn derselben gebildet ist. 

8. Schaltungschip gemaB einem der Anspruche 1 bis 7, 
bei dem das halbleitenden Substrat (2) ein ultradtinnes 
Halblcitcrsubstrat mit einer Dicke von weniger als 50 
urn ist. 50 
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